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MỞ ĐẦU 

Các nano tinh thể (NC) bán dẫn được quan tâm đặc biệt do các ưu điểm 

của chúng mà bán dẫn khối không có được. Các NC bán dẫn hai thành phần 

đã được tập trung nghiên cứu và phát triển từ thế kỷ trước, chúng cho các ứng 

dụng rất đa dạng, ví dụ như trong linh kiện chuyển đổi năng lượng mặt trời, 

các linh kiện quang điện tử, trong các linh kiện phát sáng, trong các ứng dụng 

y-sinh như đánh dấu và hiện ảnh sinh học... [1],[2]. Tuy nhiên, để thay đổi các 

tính chất vật lý và hoá học của các NC bán dẫn hai thành phần bằng cách thay 

đổi kích thước hạt có thể gây ra nhiều vấn đề trong quá trình ứng dụng, đặc 

biệt khi kích thước hạt nhỏ thì các tính chất của chúng thường không ổn định 

trong quá trình sử dụng [3]. Vậy làm thế nào để thay đổi tính chất của các NC 

mà không cần thay đổi kích thước của chúng? Một trong các giải pháp để đáp 

ứng yêu cầu đó là sử dụng các NC hợp kim, vì tính chất quang của chúng không 

những phụ thuộc vào kích thước hạt mà còn phụ thuộc vào thành phần hóa học 

của hợp kim, do đó có thể điều chỉnh tính chất quang của NC hợp kim thông 

qua điều chỉnh thành phần hóa học trong khi vẫn duy trì được kích thước của 

hạt [4],[5]. Trong những năm gần đây, các NC hợp kim 3 thành phần đang được 

quan tâm chế tạo và nghiên cứu nhiều như Zn1-xCdxSe, CdTexSe1-x, ZnSexS1-x, 

CdSxSe1-x.... [1],[4]. Trong các NC hợp kim 3 thành phần thì các NC CdSe1-

xTexđược quan tâm nghiên cứu rộng rãi do chúng có khả năng phát quang trong 

toàn bộ vùng ánh sáng khả kiến khi thay tỉ lệ các nguyên tố Se và Te cũng như 

kích thước của các NC.  

Tính chất quang của NC bán dẫn bị chi phối bởi kích thước, hình dạng, 

thành phần hóa học và cấu trúc tinh thể. Công nghệ chế tạo các nano tinh thể 

bán dẫn đang dần chuyển từ việc chế tạo các đối tượng đơn giản sang cấu trúc 

nano phức tạp hơn có kích thước hình dạng bao gồm nhiều vật liệu. NC dạng 

tetrapod (TP) trên cơ sở các hợp chất bán dẫn A2B6 là một trong các đối tượng 

vật liệu được kỳ vọng cho các mục đích ứng dụng khác nhau. TP bao gồm lõi 

dạng cầu có cấu trúc lập phương giả kẽm (ZB) và bốn nhánh có cấu trúc lục 

giác (WZ) sắp xếp đối xứng trong không gian. Tùy thuộc vào cấu trúc vùng 

năng lượng mà các hạt tải điện trong TP có thể bị giam giữ ba chiều (3D) trong 
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lõi hoặc 2 chiều (2D) trong các nhánh. Khác với TP đồng chất cấu trúc vùng 

năng lượng của TP dị chất không chỉ phụ thuộc vào kích thước của lõi và các 

nhánh mà còn phụ thuộc vào các vật liệu bán dẫn được sử dụng và phân bố của 

các nguyên tố hóa học. 

Với những lý do trên cùng với điều kiện nghiên cứu thực tế, tôi quyết 

định lựa chọn đề tài: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano 

tinh thể hợp kim tetrapod CdSe1-xTex” 

Mục tiêu của luận văn:  

- Chế tạo các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần CdSe1-xTex dạng 

tetrapod; 

- Nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể bán dẫn ba thành phần 

CdSe1-xTex chế tạo được. 

Nội dung nghiên cứu: 

- Chế tạo các NC bán dẫn 3 thành phần CdSe1-xTex khi thay đổi thời 

gian chế tạo và tỷ lệ tiền chất Se/Te; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện thực nghiệm đến tính chất 

quang của các NC CdSe1-xTex chế tạo được. 

Bố cục của luận văn: 

Luận văn gồm 38 trang (không kể phần Mở đầu, tài liệu tham khảo). 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Trình bày một cách tổng quan về công nghệ chế tạo và tính 

chất quang của các nano dị chất A2B6 dạng tetrapod. 

Chương 2: Trình bày phương pháp chế tạo NC CdSe1-xTex. Giới thiệu 

các phương pháp dùng để nghiên cứu kích thước, hình dạng, phân tích cấu trúc 

cũng như tính chất quang của các NC CdSe1-xTex. 

Chương 3: Trình bày các kết quả thực nghiệm về chế tạo theo thời gian 

phản ứng và tỷ lệ các tiền chất tham gia phản ứng của NC CdSe1-xTex. Các 

thông số đặc trưng về cấu trúc của NC CdSe1-xTex: Hình dạng và kích thước 

được nghiên cứu thông qua ảnh TEM. Pha kết tinh của NC CdSe1-xTex được 

nhận dạng nhờ kỹ thuật nhiễu xạ tia X. Thảo luận các kết quả khảo sát tính chất 

quang phổ của nano tinh thể CdSe1-xTex dạng tetrapod. 


